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	114-1校務會議紀錄(1141014)
	壹、 主席報告
	貳、 確認前次會議紀錄
	參、 各委員會報告
	肆、 各單位業務報告
	伍、 核備事項
	一、 案由：電資院開設114學年度「國際半導體暨IC設計產業人才專班」(International Semiconductor and IC Design Program)（秋季班）案，提請核備。
	二、 案由：工學院開設115學年度「智慧製造技術產業碩士專班」（秋季班）案，提請核備。
	三、 案由：有關成立「高雄校區辦公室」案，提請核備。

	陸、 討論事項
	一、 案由：有關高雄校區新設「國家重點產業研究學院」案，提請審議。
	二、 案由：「國立清華大學教師升等審查辦法」第10條修正案，提請審議。
	三、 案由：「國立清華大學研究倫理諮議委員會設置要點」第3點、第8點修正案，提請審議。

	柒、 報告事項
	一、 案由：「清華科技園區」招商與營運規劃。
	二、 案由：「國立清華大學半導體研究學院115年度經營規劃報告書」案，提請備查。

	捌、 臨時動議
	玖、 散會

	出席名單

